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【序論】グラフェンや二硫化モリブデンなどの原子層材料は、優れた電子・光学特性から近年注

目を集めている。しかしながらその特性は結晶の二次元性に起因しているため、層数の制御

が非常に重要であり、その分析装置が必要である。本講演では、我々はグラフェンの層数変

化による光学応答の違いに着目し、新たな手法として走査型近接場光学顕微鏡(SNOM)を用い

て層数の判別を行うことに成功したのでそれを報告する。 

【実験】 SiO2(90nm)/Si 基板上に剥離転写した単結晶グラフェン(Fig. 1 (a))について、中赤外光 

(Mid-IR, 波数 892cm−1)照射下で SNOMによる近接場光学像を測定した(Fig. 1 (b))。この像か

ら層数に依存した近接場光信号の明確なコントラストが確認でき、これにより容易に層数を

ナノスケール解像度で判別することができた。Fig 1 (b) 内の各四角部の近接場光信号と層数

（nL）の関係性を Fig 1 (c) に示した。この結果より、1層（1L）から 4層（4L）まで層数が

増えるごとに近接場光信号が増大していることがわかり、新たな層数評価技術としての走査

型近接場赤外光学顕微鏡の有用性を示した。 

本研究は、JSPS 科研費（JP17H02730, JP16H00798, JP16H00906）、「東工大の星」による支援

の元に遂行された。 

 

   

 

Fig. 1. (a) Optical image of a few-layer graphene (b) Near-field IR image of a few-layer graphene acquired by the 

SNOM. (c) Relation between layer number and IR amplitude. 
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